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1. INTRODUCAO

O controle energético das edificacdes tem se destacado, tanto em paises com
inverno rigoroso, como em paises tropicais. O principal problema € o consumo
exagerado de energia e seu desperdicio, tanto com o0 aguecimento quanto com o
resfriamento das edificacdes (LAMPERT; GRANQVIST, 1990), visto que as
condicBes atmosféricas na maioria dos paises se alteram constantemente de frio
para calor e de sol excessivo para tempo nebuloso devido as grandes mudancgas
climaticas causadas pela acdo do homem. Pensando nisso, buscam-se solucdes
inteligentes que proporcionem economia de energia, porém sem a perda do
conforto térmico. Por isso o crescente interesse em dispositivos eletrocrémicos, que
vem motivando pesquisas em todo o mundo. Suas caracteristicas, como o
fendmeno de eletrocromismo, podem efetuar as mudancas necessarias para essa
economia de energia desejada no mundo de hoje, onde a maioria da energia que
consumimos é obtida através de fontes ndo renovaveis.

O eletrocromismo foi inicialmente definido por Kraus em 1953 (ANDRADE,
2015). Esses materiais sdo caracterizados pela mudanca reversivel das
propriedades o6ticas, com a aplicacdo de um campo elétrico externo (NESKOVSKA,
2007). Os filmes finos de éxido de cobre (CuO) caracterizam-se como catodo, ou
seja, existe uma mudanca de coloracgdo visivel, do transparente para o quase preto,
guando o potencial externo é aplicado (RICHARDSON; SLACK; RUBIN, 2001).

O processo sol-gel tem se tornado um método importante e promissor no
preparo e deposicdo de filmes finos, pois possibilita 0 processamento a baixas
temperaturas e tolera um melhor controle de cada uma das suas etapas (RAY,
2001).

A técnica de “Dip-coating” permite a deposi¢do de mais de uma camada de
solugéo. O processo pode ser repetido para aumentar a espessura do filme, tanto
na mesma solucdo ou em outras solucdes para se depositar um material diferente,
permitindo também a deposicdo de filmes nos dois lados do substrato (CHAKI;
DESHPANDE; TAILOR, 2014).

O objetivo deste estudo foi a preparacao e caracterizacdo eletroquimica dos
filmes finos de CuO com intuito de utilizar como camada ativa num dispositivo
eletrocrémico.

2. METODOLOGIA

Para realizar a deposicao dos filmes utilizou-se substratos de FTO (Oxido de
Estanho dopado com Fluor), cortados de uma placa no tamanho de 15 mm de
largura e 30 mm de comprimento. Os substratos séo limpos por meio de radiacao
ultrassonica durante 20 minutos. Os sois foram preparados utilizando-se como
precursor acetato de cobre [Cu(CH.COOQ)., Vetec], como solvente alcool etilico
[(CH.CH.OH), Sythn] e como catalizador acido acético [(CH.COOH), Sythn], em
diferentes concentragbes. Posteriormente foram submetidos a irradiagéo
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ultrassonica durante 30 minutos e pelo mesmo periodo recebeu agitacao
magnética.

A deposicao dos sois foi feita através da técnica de dip — coating, em ambiente
com umidade abaixo de 40%. As velocidades e o tempo de imerséo foram definidos
em 100 mm/min e 10 segundos, respectivamente. Foi aplicado tratamento térmico
nos filmes durante 5 minutos entre as camadas depositadas e um tratamento
térmico final de 30 minutos.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

Na figura 01 é mostrado um filme de 6xido de cobre (CuO) uniforme de boa
aderéncia onde a deposicao dos sois foi feita através da técnica de dip — coating e
realizado um tratamento térmico na amostra.

Figura 01 — Filme fino de CuO.

Na Figura 02 tem-se as voltametrias ciclicas do filme de CuO(éxido de
cobre), sendo que estas foram realizadas sob os potenciais de -1,1 e +0,6V, a uma
velocidade de varredura de 50mV/s, no eletrélito LICIO4/PC 0,1M. Podem ser
observados um pico catédico e um pico anddico muito bem definido no qual
corresponde aos processos de reducdo e oxidagdo do filme de CuO,
respectivamente.
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Figura 02- Voltametria Ciclica em um filme fino de CuO com 3 camadas.

Também foi realizado medidas de cronoamperometria e cronocoulometria que
consiste no registro da corrente gerada, pela reducao ou oxidagao de um potencial
externo aplicado.
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Figura 03- Cronocoulometria em filmes de | fig,ra 04 — Cronoamperometria em filmes finos

CuO. de CuO.

Na Figura 03 é apresentado o resultado da densidade de carga
catédica/anddica dos filmes de CuO da medida de cronocoulometria, onde a
corrente foi registrada durante a aplicacdo de um pulso quadrado apresentando
valor de 3mC/cm2 com 3 camadas uma velocidade do dip-coating de 10cm/min.
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4. CONCLUSOES

Com as andlises dos filmes de 6xido de cobre, verificou-se a existéncia da
reversibilidade necessaria em todas andlises realizadas, comprovando que o
presente trabalho mostrou-se promissor para o uso dos filmes como eletrodo de
trabalho em um dispositivo eletrocrémico.
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